
650kHz/1.2MHz、
18.5V  昇圧型DC/DCコンバータ

特　長
●	入力電圧範囲：2.3V～6V 
●	スイッチ電流2.0Aの18.5V昇圧コンバータ 
●	選択可能なスイッチング周波数　650kHz/1.2MHz 
●	調整可能なソフト・スタート 
●	過熱シャットダウン 
●	低電圧ロックアウト 
●	8ピンMSOPパッケージ
●	8ピンTSSOPパッケージ

アプリケーション
●	ハンドヘルド・デバイス 
●	GPSレシーバ 
●	デジタル・カメラ 

●	ポータブル・アプリケーション 
●	DSLモデム 
●	PCMCIAカード 
●	TFT LCDのバイアス電源

概　要
TPS61085は、最大18.5Vの出力電圧を供給できる2.0A、

0.13Ωの昇圧スイッチを内蔵した、高周波スイッチング、高効
率のDC/DCコンバータです。切り替え可能な650kHzと1.2MHz
のスイッチング周波数により、外部部品に小型のインダクタおよ
びコンデンサを使用でき、高速の過渡応答が得られます。外部位
相補償により、特定の条件に対応してアプリケーションを最適
化できます。ソフト・スタート・ピンにコンデンサを接続すること
で、スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。 
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	 静電気放電対策

　これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を内蔵
しています。保存時または取り扱い時に、MOSゲートに対する静電
破壊を防止するために、リード線どうしを短絡しておくか、デバイス
を導電性のフォームに入れる必要があります。

製品情報 (1) (2)

TA ORDERING PACKAGE PACKAGE MARKING
–40～85°C TPS61085DGK MSOP-8 (DGK) PMKI
–40～85°C TPS61085PW TSSOP-8 (PW) 61085

（1） DGKとPWパッケージはテープ/リールで供給されます。
（2） 最新のパッケージ情報とご発注情報については、最新の英文データシートの巻末にある「PACKAE OPTION ADDENDUM」を
 参照するか、またはTIのWebサイト（www.ti.comまたはwww.tij.co.jp）をご覧ください。

絶対最大定格
動作温度範囲内（特に記述のない限り）(1)

VALUE 単位
Input voltage range IN(2) –0.3～7 V
Voltage range on pins EN, FB, SS, FREQ, COMP –0.3～7 V
Voltage on pin SW 20 V
ESD rating HBM 2 kV
ESD rating MM 200 V
ESD rating CDM 500 V
Continuous power dissipation 許容損失表を参照
Operating junction temperature range –40～150 °C
Storage temperature range –65～150 °C
Lead temperature (soldering, 10 sec) 260 °C
（1） 絶対最大定格以上のストレスは、致命的なダメージを製品に与えることがあります。これはストレスの定格のみについて示してあり、
 このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に
 長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
（2） すべての電圧値は回路のグランド端子を基準としています。 

推奨動作条件
MIN TYP MAX 単位

VIN Input voltage range 2.3 6 V
VS Boost output voltage range VIN + 18.5 V

0.5
TA Operating free-air temperature –40 85 °C
TJ Operating junction temperature –40 125 °C

許容損失(1) (2)

TA ≤ 25°C TA = 70°C TA = 85°CPACKAGE RθJA POWER RATING POWER RATING POWER RATING
MSOP 181°C/W 552 mW 303 mW 221 mW
TSSOP 160°C/W 625 mW 343 mW 250 mW

（1） PD = (TJ – TA)/RθJA
（2） RθJAの値はHigh-Kプリント基板での値です。 
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電気的特性 
VIN = 3.3V、EN = IN、Vs = 12V、TA = –40°C～85°C、標準値（Typ）はTA = 25°Cでの値です（特に記述のない限り）。

パラメータ テスト条件 MIN TYP MAX 単位
SUPPLY
VIN Input voltage range 2.3 6 V
IQ Operating quiescent current into IN Device not switching, VFB = 1.3 V 70 100 μA
ISDVIN Shutdown current into IN EN = GND 1 μA
UVLO Undervoltage lockout threshold VIN falling 2.2 V

VIN rising 2.3 V
TSD Thermal shutdown Temperature rising 150 °C
TSD(HYS) Thermal shutdown hysteresis 14 °C
LOGIC SIGNALS EN, FREQ
VIH High level input voltage VIN = 2.3 V to 6 V 2 V
VIL Low level input voltage VIN = 2.3 V to 6 V 0.5 V
Ilkg Input leakage current EN = FREQ = GND 0.1 μA
BOOST CONVERTER
VS Boost output voltage VIN + 18.5 V

0.5
VFB Feedback regulation voltage 1.230 1.238 1.246 V
gm Transconductance error amplifier 107 μA/V
IFB Feedback input bias current VFB = 1.238 V 0.1 μA
RDS(on) N-channel MOSFET on-resistance VIN = VGS = 5 V, ISW = current limit 0.13 0.20 Ω

VIN = VGS = 3.3V, ISW = current limit 0.15 0.24
Ilkg SW leakage current EN = GND, VSW = 6V 10 μA
ILIM N-Channel MOSFET current limit 2.0 2.6 3.2 A
ISS Soft-start current VSS = 1.238 V 7 10 13 μA
fosc Oscillator frequency FREQ = high 0.9 1.2 1.5 MHz

FREQ = low 480 650 820 kHz
Line regulation VIN = 2.3 V to 6 V, IOUT = 10 mA 0.0002 %/V
Load regulation VIN = 3.3 V, IOUT = 1 mA to 400 mA 0.11 %/A
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I/O 説明
名前 番号
COMP 1 I/O 位相補償用ピン
FB 2 I 帰還用ピン
EN 3 I シャットダウン制御入力。このピンを論理Highレベルに接続すると、デバイスがイネーブルになります。
PGND 4 パワー・グランド
SW 5 スイッチ・ピン
IN 6 入力電源ピン
FREQ 7 I 周波数選択ピン。パワースイッチの動作周波数はFREQピンをGNDに接続すると650kHzに、FREQピンをINに

接続すると1.2MHzになります。
SS 8 ソフト・スタート制御ピン。ソフト・スタートが必要な場合は、このピンにコンデンサを接続します。

オープン = ソフト・スタートなし。

標準的特性
グラフ一覧

図 
η 効率 対　負荷電流、VS = 12 V, VIN = 3.3V 図1
η 効率 対　負荷電流、VS = 9 V, VIN = 3.3 V 図2

PWM スイッチング - 不連続導通時 図3
PWM スイッチング - 連続導通時 図4
負荷過渡応答 高速スイッチング時 図5
負荷過渡応答 低速スイッチング時 図6
ソフト・スタート 図7
消費電流 対　電源電圧 図8
スイッチング周波数 対　負荷電流 図9
スイッチング周波数 対　電源電圧 図10
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標準的特性
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標準的特性
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詳細説明

本昇圧コンバータは、最大18.5Vの出力電圧が得られるよう
設計され、ピーク・スイッチ電流制限値は最小2.0Aです。本製
品は、擬似固定周波数の電流モード方式で動作し、外部補償
によって最大の柔軟性と安定性が得られます。スイッチング周
波数は650kHzと1.2MHzから選択でき、最小入力電圧は2.3Vで
す。スタートアップ時の突入電流を制限するために、ソフト・
スタート・ピンを備えています。

ON時間の間、インダクタの両端に印加される電圧により、
インダクタ電流が増加します。 電流が内部のGMアンプにより
設定されたスレッショルド値に達するとパワー・トランジスタ
はオフになり、そしてインダクタに蓄えられたエネルギーは開
放され、電流はショットキー・ダイオードを通してブースト・
コンバータの出力に向かって流れます。 オフ時間は、VINとVS

の組み合わせに応じて設定され、これらのパラメ－タが変更さ
れても同じスイッチング周波数が維持されます。

しかしながら、負荷電流の変動により、パワー・トランジス
タのRdsonによる電圧低下量が変化して、インダクタに印加さ
れる電圧が変化する事となり、その結果がtONに影響（tOFFは
固定のまま維持されます）する事により、スイッチング周波数
は若干変動します。また負荷変動が発生しない場合でもスイッ
チング周波数が若干変動する事があります。これは出力電圧VS

の検出が直接ではないのに、SWピンからは直接帰還されてい
る事により発生し、電圧精度にも影響を与えます。

本製品の擬似固定周波数による制御特性により、従来の
PWM制御方式の昇圧コンバータと比較すると、TPS61085は
内部発振器とスロープ補償が不要となり、広い入力電圧範囲と
出力電圧範囲にわたりより安定なシステムを構築でき、安定し

た高精度な電流制限動作を可能とします。 TPS61085昇圧コン
バータは、オフ時間制御を使用した新しいトポロジにより、負
荷およびライン過渡応答が向上し、従来のコンバータに比べて
幅広い範囲のアプリケーションで動作できます。

設計手順
設計手順の最初のステップは、昇圧コンバータが出力可能な

最大電流がアプリケーションの要求条件を満たすかどうかを確
認することです。単純なアプローチとしては、提供されている
効率曲線から効率値を求めてコンバータの効率を見積もるか、
またはワースト・ケースを想定して予想効率として使用します

（例えば、90％）。
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ここで 
	 VIN：最小入力電圧 
	 VS：出力電圧 

Iswpeak：コンバータのスイッチ電流制限（最小スイッチ電
流制限 = 2.0A） 

	 fS：コンバータのスイッチング周波数（標準で 1.2MHz） 
	 L：選択したインダクタ値 

η	：コンバータ効率の見積もり（効率曲線からの値を使用す
るか、概算値として 90％を使用）

	 DIL：インダクタのピーク・ツー・ピーク・リップル電流

ピーク・スイッチ電流は、内蔵スイッチ、インダクタおよび外
部ショットキー・ダイオードで処理できる必要がある、定常状態
でのピーク・スイッチ電流です。この計算は、ピーク・スイッチ
電流が最大となる最小入力電圧の条件で行う必要があります。

ソフト・スタート
この昇圧コンバータは、スタートアップ時に大きな突入電流

を防ぐための調整可能なソフト・スタート回路を備えています。
スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えるために、ソフ
ト・スタート・ピンSSに接続され、定電流によって充電される
外部コンデンサを使用して、昇圧コンバータの内部電流制限値
を徐々に上昇させます。 ENピンが “High”になると、ソフト・ス
タート・コンデンサ CSSが直ちに 0.3Vまで充電されます。その
後、昇圧コンバータの出力VSがパワー・グッド・スレッショルド

（VS公称値の約90％）に達するまで、このコンデンサは 10μAの
定電流で充電されます。この間、ピーク・インダクタ電流は SS
電圧によって直接制御され、 VSS = 0.3Vで 0A、VSS = 800mV
で最大電流制限となります。最大負荷電流は、ソフト・スター
トの完了後に得られます。コンデンサが大きいほど、電流制限
の上昇が緩やかになり、ソフト・スタート時間が長くなります。
通常は、ほとんどのアプリケーションに対して、 100nFのコン
デンサで十分です。 ENピンが “Low”になると、ソフト・スター
ト・コンデンサはグランド電位まで放電されます。

インダクタの選択
TPS61085は、幅広い範囲のインダクタで動作するよう設

計されています。インダクタの選択における主なパラメータ
は、インダクタの飽和電流です。これは、「設計手順」の節で計
算されたピーク・スイッチ電流よりも大きい必要があり、さら
に、大きな負荷過渡に対応できるよう追加のマージンも必要と
なります。より慎重な手法としては、最低でもスイッチ電流制
限の最大値 3.2A以上の飽和電流を持つインダクタを選択しま
す。もう1つの重要なパラメータが、インダクタの直流抵抗で
す。通常は、直流抵抗が低いほど、効率が高くなります。効率
を決定するパラメータはインダクタの直流抵抗だけではないこ
とに注意してください。特に、インダクタがエネルギー蓄積素
子となる昇圧コンバータでは、インダクタの種類とコアの材質
も効率に影響を与えます。1.2MHzでの高速スイッチング周波
数ではインダクタのコア損、近接効果、表皮効果による影響が
大きくなります。通常は、インダクタの外形寸法が大きいほ
ど、効率が高くなります。異なるインダクタ間の効率の差は、 
2％～10％の範囲です。TPS61085では スイッチング周波数が
1.2MHzの時は3μH～6μHの範囲で標準値として3.3μHのインダ
クタ値が推奨され、650kHzでは6μH～13μHの範囲で標準値と
して6.8μHが推奨されます。使用可能なインダクタを表1に示し
ます。

通常は、インダクタのリップル電流がインダクタ平均電流の
20％未満となるようにすることが推奨されます。次の式を使用
してインダクタ値Lを計算できます。 

2
IN S IN

S

V V – VL = × ×
V Iout_max × f 0.2 (1)

avg outI I

PD = Iavg × Vforward

L COMPONENT SIZE DCR TYPSUPPLIER Isat (A)CODE(μH) (L×W×H mm) (mΩ)
1.2 MHz

3.3 Sumida CDH38D09 4 × 4 × 1 240 1.25
4.7 Sumida CDPH36D13 5 × 5 × 1.5 155 1.36
3.3 Sumida CDPH4D19F 5.2 × 5.2 × 2 33 1.5
3.3 Sumida CDRH6D12 6.7 × 6.7 × 1.5 62 2.2
4.7 Würth Elektronik 7447785004 5.9 × 6.2 × 3.3 60 2.5
5 Coilcraft MSS7341 7.3 × 7.3 × 4.1 24 2.9

650 kHz
6.8 Sumida CDP14D19 5.2 × 5.2 × 2 50 1
10 Coilcraft LPS4414 4.3 × 4.3 × 1.4 380 1.2
6.8 Sumida CDRH6D12/LD 6.7 × 6.7 × 1.5 95 1.25
10 Sumida CDR6D23 5 × 5 × 2.4 133 1.75
10 Würth Elektronik 744778910 7.3 × 7.3 × 3.2 51 2.2
6.8 Sumida CDRH6D26HP 7 × 7 × 2.8 52 2.9

表 1. インダクタの選択 

表 2. 整流ダイオードの選択

CURRENT COMPONENT PACKAGEVr Vforward / Iavg SUPPLIERRATING Iavg CODE TYPE
750 mA 20 V 0.425 V / Fairchild Semiconductor FYV0704S

750 mA
1 A 20 V 0.39 V / 1 A NXP PMEG2010AEH 123
1 A 20 V 0.52 V / 1 A Vishay Semiconductor B120
1 A 20 V 0.5 V / 1 A Vishay Semiconductor SS12

SOT 23

SOD
SMA
SMA

1 A 20 V 0.44 V / 1 A Vishay Semiconductor MSS1P2L μ-SMP (Low Profile)
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750 mA
1 A 20 V 0.39 V / 1 A NXP PMEG2010AEH 123
1 A 20 V 0.52 V / 1 A Vishay Semiconductor B120
1 A 20 V 0.5 V / 1 A Vishay Semiconductor SS12

SOT 23

SOD
SMA
SMA

1 A 20 V 0.44 V / 1 A Vishay Semiconductor MSS1P2L μ-SMP (Low Profile)
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整流ダイオードの選択
高い効率を実現するには、整流ダイオードにショットキー・

タイプを使用する必要があります。逆方向電圧定格は、コン
バータの最大出力電圧よりも大きい必要があります。ショット
キー・ダイオードが定格として満たす必要のある順方向平均整
流電流Iavgは、出力電流Ioutに等しくなります。 

2
IN S IN

S

V V – VL = × ×
V Iout_max × f 0.2 (1)

avg outI I

PD = Iavg × Vforward

L COMPONENT SIZE DCR TYPSUPPLIER Isat (A)CODE(μH) (L×W×H mm) (mΩ)
1.2 MHz

3.3 Sumida CDH38D09 4 × 4 × 1 240 1.25
4.7 Sumida CDPH36D13 5 × 5 × 1.5 155 1.36
3.3 Sumida CDPH4D19F 5.2 × 5.2 × 2 33 1.5
3.3 Sumida CDRH6D12 6.7 × 6.7 × 1.5 62 2.2
4.7 Würth Elektronik 7447785004 5.9 × 6.2 × 3.3 60 2.5
5 Coilcraft MSS7341 7.3 × 7.3 × 4.1 24 2.9

650 kHz
6.8 Sumida CDP14D19 5.2 × 5.2 × 2 50 1
10 Coilcraft LPS4414 4.3 × 4.3 × 1.4 380 1.2
6.8 Sumida CDRH6D12/LD 6.7 × 6.7 × 1.5 95 1.25
10 Sumida CDR6D23 5 × 5 × 2.4 133 1.75
10 Würth Elektronik 744778910 7.3 × 7.3 × 3.2 51 2.2
6.8 Sumida CDRH6D26HP 7 × 7 × 2.8 52 2.9

表 1. インダクタの選択 

表 2. 整流ダイオードの選択

CURRENT COMPONENT PACKAGEVr Vforward / Iavg SUPPLIERRATING Iavg CODE TYPE
750 mA 20 V 0.425 V / Fairchild Semiconductor FYV0704S

750 mA
1 A 20 V 0.39 V / 1 A NXP PMEG2010AEH 123
1 A 20 V 0.52 V / 1 A Vishay Semiconductor B120
1 A 20 V 0.5 V / 1 A Vishay Semiconductor SS12

SOT 23

SOD
SMA
SMA

1 A 20 V 0.44 V / 1 A Vishay Semiconductor MSS1P2L μ-SMP (Low Profile)

通常は、ほとんどのアプリケーションに対して、ショット
キー・ダイオードの順方向平均整流電流の最大定格が2Aで十分
です。出力電流Ioutによっては、順方向電流能力がそれより低
いショットキー・ダイオードも選択できますが、消費電力を適
切に放熱できる必要があります。消費電力PDは、順方向平均整
流電流にダイオードの順方向電圧Vforwardを掛けたものです。 

2
IN S IN

S

V V – VL = × ×
V Iout_max × f 0.2 (1)

avg outI I

PD = Iavg × Vforward

L COMPONENT SIZE DCR TYPSUPPLIER Isat (A)CODE(μH) (L×W×H mm) (mΩ)
1.2 MHz

3.3 Sumida CDH38D09 4 × 4 × 1 240 1.25
4.7 Sumida CDPH36D13 5 × 5 × 1.5 155 1.36
3.3 Sumida CDPH4D19F 5.2 × 5.2 × 2 33 1.5
3.3 Sumida CDRH6D12 6.7 × 6.7 × 1.5 62 2.2
4.7 Würth Elektronik 7447785004 5.9 × 6.2 × 3.3 60 2.5
5 Coilcraft MSS7341 7.3 × 7.3 × 4.1 24 2.9

650 kHz
6.8 Sumida CDP14D19 5.2 × 5.2 × 2 50 1
10 Coilcraft LPS4414 4.3 × 4.3 × 1.4 380 1.2
6.8 Sumida CDRH6D12/LD 6.7 × 6.7 × 1.5 95 1.25
10 Sumida CDR6D23 5 × 5 × 2.4 133 1.75
10 Würth Elektronik 744778910 7.3 × 7.3 × 3.2 51 2.2
6.8 Sumida CDRH6D26HP 7 × 7 × 2.8 52 2.9

表 1. インダクタの選択 

表 2. 整流ダイオードの選択

CURRENT COMPONENT PACKAGEVr Vforward / Iavg SUPPLIERRATING Iavg CODE TYPE
750 mA 20 V 0.425 V / Fairchild Semiconductor FYV0704S

750 mA
1 A 20 V 0.39 V / 1 A NXP PMEG2010AEH 123
1 A 20 V 0.52 V / 1 A Vishay Semiconductor B120
1 A 20 V 0.5 V / 1 A Vishay Semiconductor SS12

SOT 23

SOD
SMA
SMA

1 A 20 V 0.44 V / 1 A Vishay Semiconductor MSS1P2L μ-SMP (Low Profile)

負荷電流および順方向電圧にもよりますが、一般的に、ダイ
オードは約500mWの許容損失は必要となります。

出力電圧の設定
出力電圧は、外部の分圧抵抗によって設定されます。通常、

帰還分圧回路を流れる電流を50μA以上とすることで、良好な
精度とノイズ対応を実現できます。一般的に下側の抵抗値とし
て標準で 18kWが選択されます。それにより、各抵抗値は次の
式で計算されます。

2
IN S IN

S

V V – VL = × ×
V Iout_max × f 0.2 (1)

avg outI I

PD = Iavg × Vforward

L COMPONENT SIZE DCR TYPSUPPLIER Isat (A)CODE(μH) (L×W×H mm) (mΩ)
1.2 MHz

3.3 Sumida CDH38D09 4 × 4 × 1 240 1.25
4.7 Sumida CDPH36D13 5 × 5 × 1.5 155 1.36
3.3 Sumida CDPH4D19F 5.2 × 5.2 × 2 33 1.5
3.3 Sumida CDRH6D12 6.7 × 6.7 × 1.5 62 2.2
4.7 Würth Elektronik 7447785004 5.9 × 6.2 × 3.3 60 2.5
5 Coilcraft MSS7341 7.3 × 7.3 × 4.1 24 2.9

650 kHz
6.8 Sumida CDP14D19 5.2 × 5.2 × 2 50 1
10 Coilcraft LPS4414 4.3 × 4.3 × 1.4 380 1.2
6.8 Sumida CDRH6D12/LD 6.7 × 6.7 × 1.5 95 1.25
10 Sumida CDR6D23 5 × 5 × 2.4 133 1.75
10 Würth Elektronik 744778910 7.3 × 7.3 × 3.2 51 2.2
6.8 Sumida CDRH6D26HP 7 × 7 × 2.8 52 2.9

表 1. インダクタの選択 

表 2. 整流ダイオードの選択

CURRENT COMPONENT PACKAGEVr Vforward / Iavg SUPPLIERRATING Iavg CODE TYPE
750 mA 20 V 0.425 V / Fairchild Semiconductor FYV0704S

750 mA
1 A 20 V 0.39 V / 1 A NXP PMEG2010AEH 123
1 A 20 V 0.52 V / 1 A Vishay Semiconductor B120
1 A 20 V 0.5 V / 1 A Vishay Semiconductor SS12

SOT 23

SOD
SMA
SMA

1 A 20 V 0.44 V / 1 A Vishay Semiconductor MSS1P2L μ-SMP (Low Profile)

(2)
R2 18k

70
Vref

A
SVR1 R2 1

Vref

IN S
COMP

125 × V × V × CoutR =
L × Iout_max

S
COMP

COMP

V × CoutC =
5 × Iout_max × R (3)

FREQUENCY L VS VIN ± 20% RCOMP CCOMP

5 V 82 kΩ 1.1 nF
15 V

3.3 V 75 kΩ 1.6 nF
5 V 51 kΩ 1.1 nF

High (1.2 MHz) 3.3 μH 12 V
3.3 V 47 kΩ 1.6 nF
5 V 30 kΩ 1.1 nF

9 V
3.3 V 27 kΩ 1.6 nF
5 V 43 kΩ 2.2 nF

15 V
3.3 V 39 kΩ 3.3 nF
5 V 27 kΩ 2.2 nF

Low (650 kHz) 6.8 μH 12 V
3.3 V 24 kΩ 3.3 nF
5 V 15 kΩ 2.2 nF

9 V
3.3 V 13 kΩ 3.3 nF

表 3. 高速/低速スイッチング周波数での補償回路部品の推奨値 

(2)
R2 18k

70
Vref

A
SVR1 R2 1

Vref

IN S
COMP

125 × V × V × CoutR =
L × Iout_max

S
COMP

COMP

V × CoutC =
5 × Iout_max × R (3)

FREQUENCY L VS VIN ± 20% RCOMP CCOMP

5 V 82 kΩ 1.1 nF
15 V

3.3 V 75 kΩ 1.6 nF
5 V 51 kΩ 1.1 nF

High (1.2 MHz) 3.3 μH 12 V
3.3 V 47 kΩ 1.6 nF
5 V 30 kΩ 1.1 nF

9 V
3.3 V 27 kΩ 1.6 nF
5 V 43 kΩ 2.2 nF

15 V
3.3 V 39 kΩ 3.3 nF
5 V 27 kΩ 2.2 nF

Low (650 kHz) 6.8 μH 12 V
3.3 V 24 kΩ 3.3 nF
5 V 15 kΩ 2.2 nF

9 V
3.3 V 13 kΩ 3.3 nF

表 3. 高速/低速スイッチング周波数での補償回路部品の推奨値 

補償（COMP）
COMPピンに接続された外部部品を調整することで、レギュ

レータの負帰還ループを補償できます。COMPピンは、内部
のトランスコンダクタンス誤差増幅器の出力です。ほとんど
のアプリケーションに対して、標準値のRCOMP = 13kWおよび
CCOMP = 3.3nFを使用できます。

負荷過渡応答を向上させる専用の補償定数については、表3を
参照してください。次の式を使用してRCOMPおよびCCOMPを計
算できます。

(2)
R2 18k

70
Vref

A
SVR1 R2 1

Vref

IN S
COMP

125 × V × V × CoutR =
L × Iout_max

S
COMP

COMP

V × CoutC =
5 × Iout_max × R (3)

FREQUENCY L VS VIN ± 20% RCOMP CCOMP

5 V 82 kΩ 1.1 nF
15 V

3.3 V 75 kΩ 1.6 nF
5 V 51 kΩ 1.1 nF

High (1.2 MHz) 3.3 μH 12 V
3.3 V 47 kΩ 1.6 nF
5 V 30 kΩ 1.1 nF

9 V
3.3 V 27 kΩ 1.6 nF
5 V 43 kΩ 2.2 nF

15 V
3.3 V 39 kΩ 3.3 nF
5 V 27 kΩ 2.2 nF

Low (650 kHz) 6.8 μH 12 V
3.3 V 24 kΩ 3.3 nF
5 V 15 kΩ 2.2 nF

9 V
3.3 V 13 kΩ 3.3 nF

表 3. 高速/低速スイッチング周波数での補償回路部品の推奨値 

表3に示した値は、特定のインダクタに対して、入力および
出力電圧が非常に安定したシステムを実現するRCOMPおよび
CCOMPの慎重な値です。より高速な応答速度を得るには、より
大きなRCOMP値を使用して帯域幅を広げ、やや小さなCCOMP

値によって十分な位相マージンを確保します。これらの調整は、
TPS61085の負荷過渡応答の測定と並行して行う必要があります。
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入力コンデンサの選択
良好な入力電圧のフィルタリングを実現するには、低ESRの

セラミック・コンデンサを推奨します。TPS61085には、アナロ
グ入力のINがあります。したがって、INとGNDの間に、1mFの
バイパス・コンデンサをICにできるだけ近づけて配置すること
を強く推奨します。

ほとんどのアプリケーションに対して、1個の10mFセラミッ
ク入力コンデンサを使用すれば十分です。入力電圧のフィルタ
リングをさらに向上させる場合は、この値を大きくできます。
入力コンデンサの選択については、表4および標準アプリケー
ションを参照してください。

出力コンデンサの選択
出力電圧のフィルタリングを最適にするには、セラミック・

コンデンサなどの低ESR出力コンデンサが推奨されます。ほ
とんどのアプリケーションに対して、2個の10mF（または1個の
22mF）のセラミック出力コンデンサを使用します。負荷過渡応
答を向上させるには、より大きなコンデンサ値を使用します。
出力コンデンサの選択については、表4を参照してください。

CAPACITOR VOLTAGE RATING SUPPLIER COMPONENT CODE
CIN 10 μF/1206 16 V Taiyo Yuden EMK212 BJ 106KG

IN bypass 1 μF/0603 16 V Taiyo Yuden EMK107 BJ 105KA
COUT 10 μF/1206 25 V Taiyo Yuden TMK316 BJ 106KL

表 4. 整流回路の入力および出力コンデンサの選択 

スイッチング周波数選択ピン（FREQ）
周波数選択ピンFREQにより製品のスイッチング周波数を

650kHz（FREQ = Low）か1.2MHz（FREQ = high）に設定できま
す。 高速スイッチング周波数は、負荷過渡応答を改善しますが、
効率がわずかに低下します。 高速スイッチング周波数のもう一つ
の利点は低い出力リップル電圧です。 軽負荷での高い効率が重
要な要求仕様ではない場合は1.2MHzのスイッチング周波数を
使用することが推奨されます。

低電圧ロックアウト（UVLO）
低入力電圧時のデバイスの誤動作を避けるために、低電圧ロッ

クアウト機能が搭載され、入力電圧が2.2Vを下回るとデバイスが
ディスエーブルになります。

過熱シャットダウン
過度の熱および消費電力による損傷を防ぐために、過熱

シャットダウンが実装されています。通常、過熱シャットダ
ウンは接合部温度が150℃になると実行されます。過熱シャッ
トダウンがトリガされると、接合部温度が標準で136℃を下回
るまで、デバイスはスイッチングを停止します。これ以後デバ
イスは再びスイッチングを開始します。
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図 12. 標準アプリケーション、3.3Vから12V（fsw = 1.2MHz）
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図 13. 標準アプリケーション、3.3Vから12V（fsw = 650kHz）

アプリケーション情報



13

Css

Cout

1

4

56

23

7

TPS61085

8

L
3.3 H

VIN

Cin
10 F

Cby
1 F

IN

EN

FREQ

GND

SW

FB

COMP

SS
Ccomp

Rcomp

R2

R1

VSD
PMEG2010AEH

図 14. 標準アプリケーション、3.3Vから9V（fsw = 1.2MHz）
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図 15. 標準アプリケーション、3.3Vから9V（fsw = 650kHz）
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図 16. 外部に負荷遮断スイッチを使用した標準アプリケーション
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図 17. 外部チャージ・ポンプ（VGH、VGL）を使用したTFT液晶用3.3Vから9V（fsw = 1.2MHz）標準アプリケーション
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図 18. 白色LED電源（3S3P）用のシンプルなアプリケーション（3.3Ｖ入力、fsw = 650kHz）、
 （オプションで過電圧保護用ツェナー・ダイオードを使用）

図 19. イネーブル・ピンへのPWM信号による可変輝度制御を備えた、
 白色LED電源（3S3P）用のシンプルなアプリケーション（3.3Ｖ入力、fsw = 650kHz）、
 （オプションで過電圧保護用ツェナー・ダイオードを使用）
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図 20. FBピンへのアナログ信号加算による可変輝度制御を備えた、
 白色LED電源（3S3P）用のシンプルなアプリケーション（3.3Ｖ入力、fsw = 650kHz）、
 （オプションで過電圧保護用ツェナー・ダイオードを使用）
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Orderable
Device

Status (1) Package
Type

Package
Drawing

Pins Package
Qty

Eco
Plan 

(2) Lead/
Ball Finish

MSL Peak Temp (3) Samples
(Requires Login)

TPS61085DGKR ACTIVE MSOP DGK 8 2500 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Purchase Samples

TPS61085DGKRG4 ACTIVE MSOP DGK 8 2500 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Purchase Samples

TPS61085DGKT ACTIVE MSOP DGK 8 250 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Request Free Samples

TPS61085DGKTG4 ACTIVE MSOP DGK 8 250 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Request Free Samples

TPS61085PW ACTIVE TSSOP PW 8 150 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Contact TI Distributor
or Sales Office

TPS61085PWG4 ACTIVE TSSOP PW 8 150 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Contact TI Distributor
or Sales Office

TPS61085PWR ACTIVE TSSOP PW 8 2000 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Request Free Samples

TPS61085PWRG4 ACTIVE TSSOP PW 8 2000 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Request Free Samples

パッケージ情報
製品情報

（1）マーケティング･ステータスは次のように定義されています。
ACTIVE：製品デバイスが新規設計用に推奨されています。
LIFEBUY：TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。
NRND：新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨
していません。
PREVIEW：デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。
OBSOLETE：TIによりデバイスの生産が中止されました。

（2）エコ･プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free（RoHS）、Pb-Free（RoHS Expert）およびGreen（RoHS & no Sb/Br）があります。最新情報およ
び製品内容の詳細については、http://www.ti.com/productcontentでご確認ください。
TBD：Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。
Pb-Free（RoHS）：TIにおける“Lead-Free”または“Pb-Free”（鉛フリー）は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味しま
す。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1％を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定
された鉛フリー･プロセスでの使用に適しています。
Pb-Free（RoHS Exempt）：この部品は、1）ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2）ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、
が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free（RoHS）と考えられます。
Green（RoHS & no Sb/Br）：TIにおける“Green”は、“Pb-Free”（RoHS互換）に加えて、臭素（Br）およびアンチモン（Sb）をベースとした難燃材を含まない（均質
な材質中のBrまたはSb重量が0.1％を超えない）ことを意味しています。

（3）MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

重要な情報および免責事項：このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者に
よって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合
するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部
材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、
CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TIは、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TIがお客様に1年間に販売した本書記載の問題となった TIパーツの購入価格の合計金
額を超える責任は負いかねます。
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*All dimensions are nominal
Device Package

Type
Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

TPS61085DGKR MSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
TPS61085DGKT MSOP DGK 8 250 180.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
TPS61085PWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1

テープおよびリール･ボックス情報

REEL DIMENSIONS TAPE DIMENSIONS

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Reel
Diameter

Reel Width (W1)

User Direction of Feed

Q1 Q2 Q1 Q2

Q3 Q4 Q3 Q4

K0

A0

B0

P1

Cavity

A0
B0
K0
W
P1

Dimension designed to accommodate the component width
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers

Sprocket Holes

W

パッケージ･マテリアル情報
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*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

TPS61085DGKR MSOP DGK 8 2500 346.0 346.0 29.0
TPS61085DGKT MSOP DGK 8 250 190.5 212.7 31.8
TPS61085PWR TSSOP PW 8 2000 346.0 346.0 29.0

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

パッケージ･マテリアル情報
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DGK（S–PDSO–G8）	 PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

メカニカル･データ

注：	A.	 全ての線寸法の単位はミリメートルです。 
	 B.	 図は予告なく変更することがあります。 
	 C	 本体の長さにはバリや突起、またはゲートのバリを含みません。バリや突起、またはゲートのバリは、各辺0.15を超えてはなりません。 
	 D	 本体の幅は、リード間のバリを含みません。リード間のバリは、各辺0.50を超えてはなりません。
	 E. リード間のバリを除き、JEDEC MO-187 Variation AAに適合しています。
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PW（S–PDSO–G28）	 PLASTIC SMALL OUTLINE

メカニカル･データ

注：	A.	 全ての線寸法の単位はミリメートルです。 寸法/公差はASME Y14.5M-1994によります。
	 B.	 図は予告なく変更することがあります。 
	 C	 本体の長さにはバリや突起、またはゲートのバリを含みません。バリや突起、またはゲートのバリは、各辺0.15を超えてはなりません。 
	 D	 本体の幅は、リード間のバリを含みません。リード間のバリは、各辺0.25を超えてはなりません。
	 E.	 JEDEC MO-153に適合しています。
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（SBVS859）

PW（R–PDSO–G8）	 PLASTIC SMALL OUTLINE

メカニカル･データ

注：	A.	 全ての線寸法の単位はミリメートルです。 寸法/公差はASME Y14.5M-1994によります。
	 B.	 図は予告なく変更することがあります。 
	 C	 本体の長さにはバリや突起、またはゲートのバリを含みません。バリや突起、またはゲートのバリは、各辺0.15を超えてはなりません。 
	 D	 本体の幅は、リード間のバリを含みません。リード間のバリは、各辺0.25を超えてはなりません。
	 E.	 JEDEC MO-153に適合しています。



IMPORTANT NOTICE 




